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【手続補正書】
【提出日】平成23年5月18日(2011.5.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁膜上に第１の微結晶半導体膜を形成し、
　前記第１の微結晶半導体膜上に非晶質半導体膜を形成し、
　前記非晶質半導体膜に０．１Ｊ／ｃｍ２以上０．２Ｊ／ｃｍ２未満のレーザビームを照
射して、結晶粒径が０．５ｎｍ以上５０ｎｍ以下である第２の微結晶半導体膜を形成し、
　前記第２の微結晶半導体膜を用いて薄膜トランジスタを形成することを特徴とする表示
装置の作製方法。
【請求項２】
　絶縁膜上に第１の微結晶半導体膜を形成し、
　前記第１の微結晶半導体膜上に非晶質半導体膜を形成し、
　前記非晶質半導体膜にエネルギー分布のプロファイルがなだらかなレーザビームを照射
して、第２の微結晶半導体膜を形成し、
　前記第２の微結晶半導体膜を用いて薄膜トランジスタを形成することを特徴とする表示
装置の作製方法。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２において、
　すりガラスを介して前記レーザビームを前記非晶質半導体膜に照射することを特徴とす
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る表示装置の作製方法。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか一項において、
　反応室内に第１の保護膜として酸化窒化珪素膜を形成した後に、基板上に酸化窒化珪素
膜と窒化酸化珪素膜を順に成膜して前記絶縁膜を形成することを特徴とする表示装置の作
製方法。
【請求項５】
　請求項４において、
　前記反応室内をフッ素ラジカルでクリーニングした後に水素を導入して残留フッ素濃度
を低減させた後、前記反応室内に前記第１の保護膜を成膜することを特徴とする表示装置
の作製方法。
【請求項６】
　請求項４又は請求項５において、
　前記第１の保護膜に用いる酸化窒化珪素膜、前記絶縁膜に用いる酸化窒化珪素膜、又は
前記窒化酸化珪素膜は、原料ガスとして、前記反応室内の誘電体板に対向して配置される
前記基板側に一酸化二窒素ガスを供給して形成することを特徴とする表示装置の作製方法
。
【請求項７】
　請求項１乃至６のいずれか一項において、
　前記反応室内に第２の保護膜として微結晶珪素膜を形成した後に、前記第１の微結晶半
導体膜及び前記非晶質半導体膜を形成することを特徴とする表示装置の作製方法。
【請求項８】
　請求項１乃至７のいずれか一項において、
　前記絶縁膜の表面にプラズマ処理を行い、前記絶縁膜の表面に凹凸を形成し、該絶縁膜
上に前記第１の微結晶半導体膜を形成することを特徴とする表示装置の作製方法。
【請求項９】
　請求項１乃至８のいずれか一項において、
　前記レーザビームのエネルギー分布のプロファイルは、ビーム幅が１～５ｍｍであり、
ピークがなだらかな曲線であることを特徴とする表示装置の作製方法。
【請求項１０】
　請求項１乃至９のいずれか一項において、
　前記非晶質半導体膜に加熱処理を行い水素を脱離させた後、前記レーザビームを照射す
ることを特徴とする表示装置の作製方法。
【請求項１１】
　請求項１乃至１０のいずれか一項において、
　水素化珪素を希ガス元素で希釈して前記非晶質半導体膜を形成することを特徴とする表
示装置の作製方法。
【請求項１２】
　請求項１乃至１１のいずれか一項において、
　前記絶縁膜、前記第１の微結晶半導体膜、及び前記非晶質半導体膜を大気に触れさせる
ことなく連続成膜することを特徴とする表示装置の作製方法。
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